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"PRCCESSO & APLRELEG FARA A uNCAFSULALAO DE ARMA-
\ G5 Db HOMNTAGEM & DISFUCITIVLS SEMICOMDUTURES!

TUMDAMANTU DA IVl AC

CAMPU DA THVul . 0

A presente invenyTo raferz-s2 & embalsgem de dispositivos
semicondutnras e, mails narticularmente , & embalagem das armagdes
de montar=m 2 Jdos disrositivos semicondutoras vor meio Jds uma en-

cansulecgo com plosticn,

Duscmzs’u DA TECMICA ATTERIOR

% conhiccida a 2ncansula’dn de dispositivos semicondutores,
por 2iomnic circuitos inteorades, com nlistico, trl como se descre-
v2 na octente 12 inven,do norte-smericsna M2 4,043,027, concedida
o Pircinler e celab. em 23 ds Agosto de 1977, com o tftule “Process
for BEncavnsulating iilectronics Comoonents in Flastice". £&m primziro
lugrr, fixem-se os dis-ositivos semicondutores na ¢rea dos termi-
nals de ligc;co na barrc A2 uma arma, 3o 42 montagem. Ligsm-se de-
vols as sisofadas de contarto do disvositivo semicondutor indivi-
dus lmant > medisnta lig;sgo le flos, nor exemnlo pelo brocesso de 1li
g1.70 esjérica, &s alwof~dzs de contacto corresronientss nas extre-
midades dos condutores la arma(io aldiascentes &s ¢lmofadas de contac
to da berra mas sencradas das mesmes. A {ixa¢®e do disvositivo se-
micondutor vode fazer-s= por nualauer técnics normalizada, nor exem-
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nlo medisnte sdi¢a~ da supnariicie 10 semicond.tor afsstoda da suney
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icie au~ comporta os circuitos cetivos nels situcdos a uma super-
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ficie da frea dos termineis de Lige¢~o da barra, vara formar ur-
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A armegio de montsgem, que vode ser ligads a um certo ni-
msro de outras srma¢des de montagem semelhsntes, & depois colocada
num molde. O molde 2sts munido de um recipiente ou reservatério
auz contim ums carta quantideds de pléstico em bruto. Ums rede e
calliss ou canais estende-se desds o reservatdrio atd u.m ou mais
cevidades gus contém oz disnositivos semicondutorss. O traiscto
do plastico desde o reservatdrio at? & cavidaie node estender-se
através de uma ou mais cavidades. Fm eral, existe uma norta ou
gstrangulamento na calha imediatamente sntes da csvidsde. A arma-

¢#0 de montagem ¢ ilustrads num caixilho ou deoressfo existante no

(62N

molde. U molde ¢ em geral construfdo em duas partes. A armagdo
de montagem esta colocada num caixilho numa varte do molde utili-
zando saliéncias de alinhzmento que se estendem a vartir 4o caixl
lho. As salidncias de alinhsmento t3m furos de szlinhamento corres
vondentes ne armagdo de montagem vara assegurar due ¢ armagfo de
montazem fique adequadamsnte alojada no caixilho. A outra parte 4o
molic & devois posta em contacto com a parte qus tem nela assenﬁe
a ermagao de montagem. AQuando adequadamente alinhado, o dispositi
vo samicondutor fica localizado numa cavidade formada vor depres-
53es em ambas as partes do molde. A cavidade ests ligads vor ums
celaa ao reservatdrio do molie. Aplica-se devols prsssio so olds-
tico no reservatorio o que o forga a pesssr sor vressio atrsvis
das calhss para a cavidede. 0 nlastico envolve o disnositivo semi
condutor, a érea dos terminais ds ligacdo da srme¢So0 de montagem o
as ehtrémidades dos coniutores da armagﬁd de montagem sdiscentes
&0 disvositivo samiconiutor. TFica sssim envolvido todo o comnri-
uento dos condutores qus ligem individualmente ss almofadas da con
tacto do disvositivo semiconiutor = «s almofadas de contscto nss
extramiedes dos condutores da erme 80 de montagaw sdiacentas ao
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disnositivo semicondutor. Porim, deve notar-se que as nor¢o2s los
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condutores dr armagio 12 montsgem qu2 incluom as extrzmidades da
aTTe 0 1o montzgem afaslzdas lo ilsnositivo semiconiutor 320 aver
tudas =2ntre as luas nrrbes do molle & ficam, portanto, fora Jde ca-
vil-ds. A vor¢To it arcuyfo d: montzyem fora 1r cevidada ndo 2 an-
volvide n:lo olfstico. “plica-s2 c:lor so molde para curar o nlis-
tico =td umn duress suiiciznte. Abra-se zntio o molide e retira-se
a rrmecdo 12 montagem. fencts-se devois s oniragto.

Verificou-se sar Gtil former as srmagdzs d2 montzgem numa
tarra. Code rrreysno le montagem de wms brrra tem ligado um disro-
sitivo samiconiutor A sus “res dos terminsis de ligay®o, tal como
s liss: sznbes. A5 almofsles 13 contacto astfo ligr das através de
sunortes a Jdois carris laterals paralzlos. Cads um dos carris la-
terais 25t situsdo no pleno us nrmagio de montegem e em lados
opostos do {res dos terminsis de lipagFo. Os condutores de cada
armzc 2o de fontsgem s7o raunidos em dois conjuntos gue se estandem
na g-norslideade, naralelamantz ous carris letzrzis junto dos lados
ovostos & {rea dos tarminnis de li,.ac”o da bsrra. Os condutores
de cada armagdo 1: montsgem estio ligedos nos conilutores de pelo
m2enos una nrmag’o de montzzem adiccente. Tiplcamante, cuandn a bap
ra estivar coiocsda no crizilho de um molide, n:io m:nos ume outra
barrs 2st’ colocsde num outro crixilho semolhente do molls. & tam-
L%a conh -ciio ar ticnica sctusl o processo que consiste em fornecer
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nléstico a um: ceviels atrivis de outra crvidsde. "o sistema,for-
mem-se Juns araeoes 1o montigom lat ralments adjacentes antre os
crvris Iatoreis. A crvidaie de armc So d2 montrgezm sdjncante & ca-
Lre 2sts Lljzada { covilade da armegzo de montazew ~fastada da ca-
lha.

As armaed2s le montagen 570 construfdas a wertir de uma fo-
i w-t lier =~lana, mrdiente ums tlenica de rtaque quimico ol por uma
operagao perfuracao. cun vez ratirados do molie o aisnocitivo semicon-

Jutor encansi-ledo 2 o srmocfo de montesgem, =les sio far-.u:nt2 co-




. locados num forno para & solicagfo de calor pars continusr a cura
do nléstico. BSeparam-se devois os condutores individuais. Os con
dutores szo usuzlmente ligados entre si para proporcionzr um suvor-
t2 mecinico sdicion: 1 durente o proczsso de montagam e pars nronor
ciﬁnar uwie berreirs vare impedir que o nléstico abendone & covidads
entr: os condubtores. O suvorte =2ntrs os coniutoras =ncontra-se fo-
r: Jdo nldstico au2 2ncansuls o disvositivo semicondutor e uma por-
J50 dz armogio de montagem. A seperagio dos condutores & geralman
t2 dasignade como uma overaydo sspontar. Se os condutores cstive-

rem num: barra, elss sfo entfo cortados dos condutorss das armagd:

de montegem adjacenbtes., Sepzram-se devois o0s carris laterais dos
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conlutoras e dos suportes ligedos & frea dos contactos da berrra
dentro do ovlfstico de encensulacio. Ums ligac8o elictrica Unica
fol agora formada entre as almofadas de contacto no disrositivo se-

micondutor = as extramidades da sruac¢Zo de montagem colocsdas fora
do nléstico de ancapsula,go para a ligacfo do disvositivo semicon-
dubor zos outros circuitos. Por exemvlo, forma-sc uma lige 2y elgc
trics desde ume almofada de contacto no discositivo semicondutor,
atravis do fio a 2le iligado 2 da almofada de contacto na 2ztramida-
d2 de ww condutor adjccents ¢ extramidade do condutor fora do vlas-
tico 12 encansulaydo.

Manhuma dss construcdes da técnics anterior descrave s en-
cansulaggo d2 wms armacfo de montagesm ¢ de um disvositivo gsemicon-
dutor utilizando uma barra de srma,Ges de montzgem, ne gual se co-
locz une bola de olastico nums vorgfio solida da barra aue ectua co-
Mo ums perbe do wmolde, gquendo se colocam as Jduas partes o molds
am contecto astreito com s arma¢do d2 motagam 2ntrz :les suocortadas
por umé varte io molde, sstando & outra parts do moldz a forgar o

plistico contrs & armag¢io de montagem, vara & distribuicfo do plas-

tico pera nelo m2nos uma cevidade qus tam um disnositivo semicondu-

tor = uma nor,fo do sua srmisgao Je montagsm associrda nela situs i
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SUMERIO DA IPVSFCAQ:
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relho sgzundo a ores:ante invangio incluil uma folha me-
t lica »lana, aue oolz szr, por 2:amnlo, dz oo inoxilével. A fo-
lue mebtilics 5 orrfuradz, ctocada auimicemant: ou transformsda vnor.
guriquer outrs on2ragbo nums barra com um carto ndmero 3s armag0es
12 montegem dos condutorns. Cada crmcgzo 42 montgpam los coniuto-
r2s tam ume Sres Jdos terminais 3o ligagfo e um carto nimearo de con
jutorss. uns furos seversm & s12s dos termineis dss extremida-es
dos condubores a =la sdiucentes. A drea dos terminals de ligagdo
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esta fine ia em iois sunortas. Us sunortes estendem-se a nartir de

16203 opostos ds armc.ho 12 montagem ot? A& porgfo meior da tarra.
Us conlutoras sstenisin-o2 & nartir de nelo menos um lado 1a srea
raetangular dos terminals, nzrnenlicularmente zos lados o vartir
dos nuais s2 estendew ou suvortes nora outrs oxtramidade onosta o
condutor afastein do 2xtremide 12 cdiceante 2 ares dos terminais da
Ligr Fo. Ls estremiis ies dos condutores siastadss ds srea dos ter-
minais 12 iigo¢fo noiem ser Lligelas & norgZo maior de harra ou @os
coniutoras Jde oubra armi 7o de montegem cdiccente. Como a barre =
o5 arma 525 Je montagem que =2la inclul sido formalns & pertir ds

wae foluin m:tflica, o5 conlutores, = irea dos terminsis le ligacdo

g 2 pory:o maior de rarra ficam substencialuente no mesmo plano.

~ . . ' . 7 . &I
A vorgso meicr Ae birre inmclul vassagens sobre uma suverficle soli-

0

4o ds brrra que s@ 2stindem iunto d2 pzlo menos uma dcs arms.; 02

12 montagem, naraleles sos condubtores e nzrosniliculares zos suvor-
’

-~

t25 qu: Ligem as freas los terumineis d2 ligagfo 5 referids norgdo
v ior. £ vorrte extorior du woryfFo noior o barra no lor.o dos seus
lodos lonsitudincis forme ioils crrris latersis. Os carris luterais
3s5tfo nroviios 1> virios furos i: rafer” cis 2 :linhsmento nera

nrovarcions ram uwar sres convonizate osrec orientsr a barra @ assegu-

ror o mlinnamento corrccto da wasme lurante o nrocesso dz mond
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Os Aispositivos semicondutores, qusz voden ser, ovor exemnlo,
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circuitos integrados, séo fixsdos numa suserficie da sres io0s tar-
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ninois de lige¢fo. O disvositivo semiconiutor pode sar :ixedo nor
que lquar ticnica normalizada, onor exemplo mediant2 formsc¢Zo ds ums
ligz. A superficis do dispositivo semicondutor afasteds ian sua su-
perficie ligada £ érea los terminais de ligagBo comporta um certo
nlaerc 42 climofadas de contacto. As almofsdas da contscto renre-
szntam s ligecdes de entrsda/safda @ de alim=ntacfo de snergia los
circuitos no lisnositivo semiconiduter. Falo manos slgumas des nl-
mofadas d2 contacto estfo ligadas & almofadas 42 contacto situalss
55 axtranidedes doz condubores da éreas le tzrmineis d3 ligegfo
adjiscantes. Im slguns cesos n2m todss as slmofalas de contacto as-
t8o lizedas nos cond&tores 2 nem bodos os condutoras estao lirados
s whe ¢lmofads de contacto do :dlsvositivo semicondutor. As liza-
.22s antrs as slmofadas de contacto do disnositivo semiconiutor s
as almofadas de conticto da armscao de montagam vodam fazar-se vor
mzio d2 fios. Os filos vod=m ser ligsdos mediisnte qualquer tienica
normalizeda, por ew2mplo, por ligajfio esférica. Us fios sZo mﬁito
finos e relativeamente fracos. Aldm disso, as ligacBes entre os
fios ¢ ss almofalas ds contacto sdo macanicamznts frece Fortan-
to, & dasejdve. nio aniicer qualquer tens8o nesta regifo. TPor aste
motivo, os construtores d= disvositivos semicondutores verificaram
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s3r nacsassario anvolver zsta reglao. Uma vis aara orooorcionar o
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isolcmento n2cessério 8 o sncansulagdo U
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ssa regifo com »lostico.
A ancansulsa. o em nléstico obtim-ss coloczndo a armagfio d= montagem
nun molde,

0 molde inclui geralments duas partes. Uma dass partes tem
um ceixilho ou depressio pouco nrofunda que alinham a barra. A fa-
ce da barra, que inclui a suvzrifcie das dreas de termincis de 1li-
gaii0 e comoreendendo o ssmicondutor, vode ser colocada voltada na-

ra 25ts parte io molde. G caixilho inclui depressdcs. Suando as
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ormagd2s de montsgom estiverem slinhadas corrsctzmente, A .0Orgao0 cep
trel da ormacho ds monte/gzu ur inclul e dres dog tsrmincis de 1li-
ga . Fo 2 umn norySn d- zitriamidcis de crds condutor adjecentz A suD
a:lpomida e nrozime e dras de toermincis de licag¢fo ficewm situades
sobraz wis denrcssfo. A danressfo Lo owr: erofundiss iz suficiante
nwers ~un 0 funl~ figu~ bhem zfzsteido dos fics 2 1. sunaerficie lo dis
no-itivo semiconliutor onosta & su- suozrificiz firals na érzs los

H

termineis Je 1iscgfe.  Durants uma oplrrgso ds 2nconsule o, o ou-
IS Kl 4 1 . L.

tre o:rt: de moids S lave s o un contacto estroito ¢ rigilo com a

ocrbe do molie duz Lem o cninilio. A5 duss nortes do molde estao

s 1 . ’ e .
Sulmatidor s ule pressco dua lhes 2 enliceada pars as mantsr 2m con-

. N ~ ’
tecto ostreito. [ sesunia part2 Jo molde te2m izpressoss analogas
s dr pric:irs psrte. hs lzorsssdes ne rrimcirs 2 ne g2zunda nar-

tas le molliz cooparsm i2 moic o tormar wis cevids iz em torno do dis
nositivo sz2uicondutor, dn /res dos terminais de ligagdo, dos flcs

¢ doz extramidaies los condutores adiscentes X Jrap doc termincis

0. & worcfo mrlior do berre, jue inclul os carris laterails,
ests 1 c-atceto com s duss vertes do molde. A horgﬁo le caia con
Jutor for- s cawidale asta am contacto com as Juas roartes do molle.
¢ svaorte latarsl, so axistir ¢lsum, 2ntr: os cenlutor=2s astd igusl
mante m cenbreto com s duss nortes io mol-a, A szgunis varte do
nolds tom btamk i celo manos wht cslos ou atorturs que s2 :stenide
lesie wu: ienr:sszo ouz tem una bols Az s1dstico nala situala. O
nifctico nole 52 coloer do s sunarficis 4a larrs no local arronria
do wars sssasurar o localirzsyho e tole no lepress2o quando a erma-

«Fo 42 montagaa esbtiver clinkods aizoradamunte no interior do mol-

5
42, Una crica ne rorbe 1o qoli:r ausz L2 @ ieoressao n2le situada
-~ 4 ~

astenie~32 desis & i2-ressho st & cavilsiz formada nzlo wolde am

s * . . - 4 I3 3 . -~
torno lo tisrositivo s2miconlutor, da sres dos terminais de ligagno

~ ~ . ’, . N
z ds noryfo da srms. Ao d= montn,~d adfrcoat: & ¢rac Jdos tarminals
d2 liga:86.




Durante uma oneracdo de encansulagBo, a bois i3 nl4stico
na deoressfo 3 subustide a orassfo, jue faz com quz o ~léstico flus
ners buizo ne cslba sohra o sunerficiz ds barra (so longo da sassa-
cem) psra & cavidade. Eolica-se denrols calor para promover a curs
verciel do nlistico. Abre-se 2ntfc o molde e retira-s2 a barrs.
¢ molid2 fica pronto nara a barra s2aguinte e revets-se a onaragfo.

Ume venbtagem da nresente invenySo resids no facto de oropor
cionsr ume berra de arme,Ocs de montagem e um moldz, quo parrits
qu2 uns oarbte da armacfc d2 montagsm actue corlo narte 4o molie vara
vermitir gue o plastico passz otraves ds mesma,

Uma outra ventagem da orssente invehggo consiste em parmwi-
tir ums maicr produgfio pela localizscio de uma bols de rléstico nu-
ma depressio, numa das vartss ds um molds, ¢ vzla aplicagao de pres
380 quendo a3 vartes do mwolde astiverem-2m contszcto com & bharra da
armegOes 4e montagem antre si, psre forgar o pléstico a fluir ao
longo 42 wis cslha nz oarte do molde aue tem nela a2 dearasssiao zobre
a superficiz da torra, vara ums cavidsde que contdm o tlsnositive
semicondutor. 7

B tombdr umue vantegem da oresentz inven,io o facto de oro-
porcionar ums berra de srmagCas Je montzgsm gus nio tem pontos de
descontinuidade.

Ume outra wventagem adicionsl de oresente inwvancgfo resids no
facto de proporcionsr um procasso de encansulaggo de custo roduzi-
Jdo.

Cutre vantagem ¢inds de presente invengfo reside no facto
J2 proporcionsr um processo de encavsulagfo due nfo deixa ficar oz
dagos ie nlistico no molds.

Outre wantagem do processo sagundo a presente invengdo re-
sid2 no facto de nroporcionsr um procaesso de cncavsulacdo Jde acor-
do com o qual os fragacntos de nlistico s5o lavedos nars fora do

wolle ligados ¢ berra d2 srmagBes de montagen.




FREVE DESCRIGL U LU3 OnonMnls:
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# iig. 1 % uwme wista 2 cima d2 uma barra de armaiyOes de

o
el
e
48
.
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win vists 12 cime da barra de arma, 025 de mon-

3

Sspem A tig. 1, dz00is da encansule,iog

~
h
.
(%)
.
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D

wma vista de clme 12w aparalho de 2ncansula-
-~ 4 .
-0 4= ol-stico,

; fic. % 5 um corte tren-verssl fzito pela linte (4-4) da

1.3

[SSAN

“iy. 5 % wer vista latersl da barra de arvagoes de mon-
t:.cm no interior de um moldej

A o fig. £ & uns vista de cima J2 outra berra ds rrmagOes Je
mnontagom construfidc s2qundo 2 nresent: inveng®oj

Lofig. 7 Y upa vists de lmlo uss caiias nur molie usado
cot r berro 32 :rug.c2s de wontsgam reprascntados na fiv. 65 e

Lofig. 32w vwists 42 ledo 1@ une cavidade formeda em
torno de uns porgio d2 whe das srmay,~es 1z montegem de borra repre

sentoda ne fig. 6.

DUSCHICAO Di PUiMA Db R.£LIZéyAU PROLYERIDA:

Com refersncia sos .Q:s2nhos e 2m particular & fig. 1, estd
represante iz uwne berra (20s. A torra (20) 4 construfde » wartir
43 ww folhs wet{iice .inna, oor exemplo de &0 inoxidavzl., A fo-
ltn matdiica foi ctzeada suimicamante ou puncionada nera nroduzir
. barra (2U). f tirra (2C) tem Jois lndos longitudinesis (22) e
(). fs por Bas 1o brrro (20) sijecantzs sos lados longitwlinais
(22) 2 (%) formem crrris latsrais (24) » (Z2:), resnzctivamenta.
ome obertura (30) ne terra (20) ssrara as poryGes la barra (20)
au> 25070 1isrdas nc2nes oclos carris laterais (29) e (23). Mg

Yrrra (Z0) forrmsm-== as arfiz O2s 12 monle Zem (+o-49)., Ars outlres




porgoes da barra (20) (ndo representadas na fig. 1) podem ter ou-
tras armagoes de montagem. Embora estejam representadas dez arma~
¢oes de montagem na fig. 1, pode existir qualquer outro ndmero di
ferente. As armagOes de montagem (40-49) sio semelhantes, bastando
portanto definir uma delas em detalhe, a armagao de montagem (40).
A area dos terminais de ligagdo (56) tem uma forma rectangular e
estd ligada d armagdo de montagem (40) e, portanto, & porgao prin-
cipal da barra (20) por meio de suportes (58) e (60). A armacao de
montagem (40) tem as aberturas (66) e (68). A abertura (66) esten-
de-se entre a area dos terminais de ligagdo (56), os suportes (58)
e (60) e os condutores (74-77). Os condutores (74-77) estendem-se
desde junto de um dos lados da area dos terminais de ligagao (56)
que & perpendicular aos lados que tém os suportes (58) e (60) a
eles ligados. Os condutores estendem-se desde as suas extremidades
adjacentes a Area dos terminais de ligagdo (56) atd outras extre-
midades opostas afastadas da area dos terminais de ligagao (56).

Os condutores (74-77) estendem-se basicamente paralelos uns

aos outros. Um suporte lateral (80) estende-se desde a porgao
maior da barra (20) , através dos condutores (74-77) , para
proporcionar um suporte mecdnico adicional durante o orocesso de
montagem e para funcionar como barreira durante a encapsulagao. A
abertura (66) & também limitada pelo suporte lateral (80). As aber-
turas menores (86-90) estendem-se entre os condutores (74-77) e o
suporte lateral (80). As extremidades dos condutores (74-77) afas-
tadas da area dos terminais de ligagao (56) estdo ligadas a porgao
maior da barra (20). Um outro conjunto de condutores (100-103),
semelhantes aos condutores (74-77) estende-se desde as extremidades
adjacentes a um dos lados da area de terminais de ligagao (56) opos-
to ao lado da drea dos terminais de ligac@o (56) a que & adjacente
uma extremidade dos condutores (74-77). Prevé-se um suporte late-

ral (110) através dos condutores (100-103), semelhante ao suporte




lataral (30). Um disnositiwe semicondutor (120) ests fixado numa
, . ’ - . . - -~ - 3 :
sunarffcia relora ds sfres Jdos Lerminais Ao ligagio (956). © disposi-
~or - ’ A
tivo samicondutor (12{) tem um carto nltmars Jde slwofadas de contac-
to L enanos 2303 reprasentnla o clmofalds de contocto (130)_7 que

’

s80 ligrdas wor m2io de fios £ asta renresantado anenss o fin (139)7

65 2abtrorideies los conauboras (74-77) e (100-172) / “nanss & slmo-
fads 22 cenbtretn ne 2ytromidais lo condntor (Luo) asts renresanta-
Voo ligale atrevas dn fio (i35) 4 ¢ 1lmofada 42 coatacto (130) 1o dis

nositive semiconditor (1207 7. & ligacdo 3o fio (135) node sar
feita vnor auclguer tienice norunlizala, nor exannlo mediante liga-
JFr :stirica. Zmbors estajar ranresentados oito condutores ns fig.
1, pod2 utili-ar~-s2 Jualnquer ndmero 13 condutores com & presante
inven. fo.

Como s¢ mostra na fig. 2, a armag3o de montagem (4v) ¢ en-

cansulada conm alssticn que forma um espayo factialo (14Q). Dentrn

[N

o 2s a0 fachsdo (140) 2ncontrem-se o :lisvositivo semicondutor

[
"o

(120), ‘rea Jos terminails le ligacZo (53), os sunortes (5%) e ,

(6¢:) 2 =5 extremidades os condutores (74-77) e (10C-103) adjacen
Les & arzz dos terminais da ligajdo (5A) (fiv. 1). G 25~z .0 ficha
10 (14G) arotage do contscto s Lligagfio do fio ¢ o disnositivo semi

~

conlutor. Ge s2 Jd2s2iea

L]

, 05 conduteres (74+-77) 2 (10U-103) si~ cor
trnlos o dlongn lis linuas = trrc2iadn (148) ¢ (143), resnectivamen-
t2, 2 o5 surortes latoreis (%0) ¢ (11¢) <fo cortzios enbtre o3 con-
luboras ~rer e lo-ir 1 00 R Lietricas irgl-ng omtpeo nn ronlu-
tores » -5 sawmofsdas 1o contacto no +dispositivo semiconiutor (120).
Assim, a ligagdo eléctrica entre o disuvositivo semiconlutor (120)
2 o3 outros circuitos torna-se nassivel. A5 oubras armaydes de
nontzgem (41-49) sT0 zncensuiades pfor wms meneira snaloga.

Mo cerril letersl (o) estfo rsoresantados os furos (155)

e (L57). ™Mo carril lrteral (28) 2stfo renresaentalos os furos (165-

=187y, s furos (139) 2 (169) e (137) ¢ (167), estdo colocsdnz -m



00si Bes andloges. Vo =2nlanto, orevé-se wa furo zdicional (165)
carril lsteral (26) pars impedir a insergﬁo invertids da berra
(2¢). 0Os furos (159-157) = (185-16 fornecem inforina, Ao iz alinha
manbo = parritem uma referenciagfo facil da barre (20)

’

Jouio se reprasenta na fig. 3, & tarrs (20) tem uw corto nu-

\ \
maro le cherturss s2oelbentes & sbarturs (30). A area entre ss

o
T

4

-
(ad
o
0y
o
[

’ . . ~
serielnznbe & arsa ~u2 lnclul as ermaybss da montsgem

’ . - . - Id ~
(40-49) {fig.l) £ nz fig. 3 ansnas <sta representsda a ermz &o 12

v

;. . . .
montegam (4G) 7. Um daposito (13CG) tem um suprimento de wmaterial

nléstico no seu interior. O reservatorio (13C) estd ligado stravds

ie wme coins (137) a un molde (19C). € molde (190) tem no seu in-
terior = barra (2C). A barra (20) esta colocada num caixilho (195),

’ . . ~ N .
que & sevelhente o caizilho (200). ¢ caixilbo (200) esta aisptedo
~ ’ 2.
nara ricaber uma barra (nfo renrasentada) que 2 analoga 5 terra

P . s o~ s .27 S 7 R
sv). Ume série de denressoes no caiaxilio (200) L avenas se2 encon-
trn renresenbala a depressso (210) 7 esté situsda em relsyfo 20s

~

itivos semicondutores, sos flos de liga;ao 2

jo)
[
4
pe]
O
&)
-

e

noryéo dos con

hed 3 , . . I3 ~ ,"

dubores adiscente a srea dos terminzis Je liga¢fo, prra que se co-
. N r ~ 4 s =

loguaern no seu interior. A depressido 2 suficientemante orofunda pa-

ra impadir o contscto com os fios ou com o dissositivo semicondu-
tor. De facto, » profundidsde da deoressdo 3 igunl =z sproximadamep
te metsde de oltura deseiada para o recinbto fechado. U coizilho

~
H

~npny S s N
(2¢0) 2 =l: oroprio umo depressio nouco nrofunls ade-~tada nars re-

ceber uma btarre de armayOes <de hontsgem sndlogas & berra (2C) num
ziuste estreito. A oubra nerte do molde (190) asta provida de de-
pressdes correspondentes, por exemplo, & depressfo (210) lo caixi-
lho (200). A combinacfio dss duas depressdes, quando o molde (190)
2sta fechado, cria uma cevidade co™ a forra e o voluwe do espago fechado
(140) (fig. 2). 2uendo se splica pressdo ao nlistico no reservatd
(180), ele flui pele calha (135), psre as calhas secundariss

’ 3 K3 s 0 3 a2 0 3
st2 atingir as cavidades onds se localizam os dispositivos semicon




dutoras. L metente de inven,So norte-smericzna M2 L.043.027, con-
cudids e birchler o colcb. an 25 de Agosto ‘e 1377, cot o t{tulo
"Procass for nacansulating Blectronic Componants in Plestie!, que
cqui se inclui como rsferédncia, discute ticnicas yercis le mol@agﬁo.
Como se wostrs na fig. 4, o molde (130) tem ume porte supe-
rior (220) = ww nerte inforior (230). hs caluas secundirias (240)

2 (245) rrwmifiecom-sn rorpandiculoryort: o ozrbir s erlhe (135).

4

is culhos sccunirirs (Chi) 2 (2435) alimontew, cada wns, cinco er -
lhes nuz ii_sm 2s celhas secunt'riss ns coviledes onde se situam os
Aispositivos senicondutorzs. Teve nobrr-ss que o parte sunerior

(220) = o n»arte inferior (23C) 3o molle (150) sdo mantidas em con-

tacto so21rbedo nor wmoio e ums pressio.  Deve nobrr-se nue s calhas
t 1

secuninria (245) pessa snenss uwne vez n2lo lado (24) 4s tarra (2G).

oy

.3sim, soresenba-se win Gonicr Jdoscontinuidade wo fluxo do plastico
a0 longo dn calhe sz2curnifria (245) quez se 2ncontra ns passagen le5
lado (24%). Jsto 2limins a ceuse princionsl de contfminagﬁo 1o molde
(19G) nelo facto Jde o plistico nfo ficer firmemente ligado 3 barra

¢ nZzo 32 portir no intericr do molliz.

Como 52 repres2ola na fig. 9, ume culha secuniaria (265) ra-
wificn-32 2 duas celons (27C) o (279). A calha (27C) conluz aso in-
torior 1o covildsde (280) tormsla 2ntre n3 »artes (22G) e (23C¢) do
molle (15C). 0 pif Lico flul s trevwis 1. celpa (27¢) para o inte-
rior s crvidside (230). L norifo infarior 1s cawidrle 4 chais p2lo
pléstico fue {lul atrovds las alorsuras (66) o (63) (fig. 1). & si-
tus 2o 1o calbs secuniorie (207) 2s5té rapresentezda na fig. 1 pela
linha o Lrecedndo (2907, & nassasom (5Cu) =nbre as fialas de arms-
(0es d2 mon'ager. sendo uma destas fiadas formada pelas armac;,ées ie monta-
cam (4C=%4) 2 2 outra nrlcs zras Ses le montrgam (M5-49), nermite
quz o rifstico nnose sobre wns sunarifciz Jda barra at? atingir a ca

vidade. Umec porta (J10) 2 prevista parz noermitir a seporsgdo sim-

pess lo espsgo forhizao (140) (fig. 2) 2 da calbs le enchimento Jo




plastico {27C) depois 12 o molde tzr sido abarto e o
rodo.

Mg fig. 5 representa-se uma barra (40C). & bsrrs (400} tem
un certo nimero e srmagdes de montagern (410-417). Cads uma das ar
may0es 4= montagem ¢ enaloga as restantes, bastando portanto des-
craver uma dalas, s armagfo de montszgem (418). Devws notar-se que
as srmagdes de montagem (412), (413), (416) 2 (417) 2stdo encapsu-
ladas em nldstico. 4 arra¢fo de montogem (M1C) tam ums dres dos
terminsis de ligayBo (420) 2 um certo nlmero de condutores (430)
com aberturas antre os mesmos e através das quais corre o nldstico
iurente o processo de encapsulayZo. Os condutorzss estendem-se deg
Je uma extremidsis adjacante & drea dos terminais de ligagdo (L420)
st4 ums outra exntremidade onosta. Cs sunortes (hG) = (442) o -
dam=-32 pernendicularmente a‘partir los 1ados 4a fr2a Jdos terminsis
dg lignifo (420). Os suportazs (H40) 2 (442) wantin a Area dtos tef-
mincis de ligacio (%20) numc relsgfo estavel com o resto de =rmayfo
Jz rontegem (M10). Os suportes estendem-se atrsvds das sherturas
+52). Os condutor=ss (430C) tambdm sz estenlem abraviés das
eherturas (45C) e (452). Os condutores sstio divididos 2x lois

conjuntos gua se

©

stendem a nartir de lados onostos da éraa dos ter
minnis de ligagd@o. O restante de barra é solido, excepto alguns
furos 1= rofer3ncia ¢ de alinbamento, se existirewm. D3e se desejar
revestir o5 entramidades dos conlutoras adjscentes 2 drea los tor-
min.is de liga¢Bo por exemplo com prats ou aluminio, 4 possfvel fa-
23-1o daclocando & barre (4GC) na sus direc,fo longitudinal (verti-
nte, como se mostra na fig. 6). O revestimento nod: ser entiio
aplicado entre es linhes a tracejado (W60) 2 (4€2) nas armagdes de
montegem (410}, (411), ete. DPode executar-s2 = masms oparagio pa-
ra 25 2rosy02s de montsgem no lado 4s barrs (400) aue inclul gs ar-

mayoes de montegam (Wih) o (4159).

Duranta uwra oparaydo 13 encapsulagio, coloca-z3 uir Vs
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’

2 pléstico num ~onbo central (%70) entre quatro srwzydes de monty

. - - - - 7 . e
cem (H12y, (M13), (418) 2 (%17) na superficiz superior lo borra

~

MeC). A ror.do In berra (MCC) Au2 inclul ss srmz,Oes o montagen

¢
>

(hrz), (hlz), (k1) o (4+17) 2 & bols e nlnstico s%o colocadas num
woliz (5Cu). ¢ molde (50C), como so mostra pnes fig., 7 e 3
wie depressZo (J10) na sua partz suorior (5:2). L deproassdo (510)
25t odaotola pors raceber a bola iz plistico., Jusnlo s2 unen uma
2 oulva, cobt priassfo, «s iuns pertzs (Jld) 2 (51%) do molde (500),
o plistico flul pere fora Jda deprassio (Y1) e pessa palas calhas
(51%) » (513) 4e =nchiaeato. & purtir de calhs (518) o nldstico
Tlul atr:vés da colna (520) pars umz cavidade (529) formada por de-
pressdos nos partes (512) @ (51%) Jo molde (500) que cont2m uma nor
G50 ln wrmagdo e monbopgem (41€) 2 o lispositivo sewiconiutor (530)
com 05 nocassorios fios de lisegdo. Ls oubras crmaySes le monta-

cem (1), W13y = (B17) t8n cavidades semalhantes e sio alimonta-

/ . 4
Jos con plastico stravzs las ¢

a3

loas por uma megneira snéloga. Z
pnssivel s uimonler aranas wna cevilole com wino colbe wlilizendo o
prasent: invan,fo. [ exprassio "nonto Jle descontinuidsds" equi uti
lisedla rafere-se & wra fdescontinui is le no trajecto Jdo fluxo do pléi
tico gue noleria nepritir s -ntrala do nléstico em £reas njo dese-
jadas e goixar eventualrente poclagos ‘e nlgstico no interior do mol
2 deroils de retiralda 2 barra.

Teve noter-se que, utili-.ando a barra (400) e o molde (500)
¢ suparficie sup=rior ds barra forma ums superficie o molde para
forynr o fluzxo 1: plistico. Deva notar-se tambam Aue este proces-

30 Jde encrpsulecdo a

[
e

w

‘s

’ .
secura que o padago de plastico [ representa-

. ares ’
30 ni generolidede 2w (5%50) 7 2 levslo pars fora Jdo molle pala bar-

rc. Isso assegura ue o molde fice limpo para moldar a barra se-
. . ’ .
suinte. Aplica-se calor ao molde, como atras seo disse, para curar
4 : . i . 4 .
o plestico gntas de strir o molde. ¢ cura do nlastico e comrleta-

ds num forno depois de retirar = tcrra Jdo molde.




A invang3o fol descrita com raferncia a forinas de realiza-
(30 especificas da mesma, mas deve compreender-se que polem ser su-
geridas pelos peritos desta matéria outras wvariantes. Pretende-se
que todas essas varisntes sz jam considersdas inclufdas ho ambito

da invengdo definido pelas reivindicagOes snexas.




;
POl
SN

Reivindicacgoes

1l.- Aparelho para a encapsulacao de um dispositivo se-
micondutor e armagao de montagem, caracterizado por compreender:

a) uma bola de plastico que flui sob pressao;

b) uma barra metalica, substancialmente prlana, de arma-
¢Oes de montagem, possuindo uma armagdo de montagem o dispositivo
semicondutor referido fixado na mesma, tendo a referida barra uma
passagem numa superficie plana da mesma que vai desde um ponto pre-
-seleccionado até junto da referida armacdo de montagem; e

c) um molde no qual se coloca a referida barra num ali-
nhamento pré-determinado com a referida armagao de montagem e com
o0 referido dispositivo semicondutor colocado numa cavidade da mesma
e estando a referida bola situada no interior de uma depressido na
mesma armagao situada coincidente com o referido ponto pre-selec- .
cionado, estando o referido molde provido de uma calha de enchimen-
to que se estende sobre a referida passagem até 3 referida cavidade
para dar passagem ao plastico. ’

2.- Aparelho para a encapsulagao de um dispositivo'éemi—
condutor, caracterizado por compreender:

a) uma bola de plastico que flui sob pressio;

b) uma barra metalica, substancialmente plana, que inclui
um certo nimeroc de armagoes de montagem, tendo uma armagao de mon-
tagem o dispositivo semicondutor referido fixado na mesma, tendo
a referida barra uma passagem numa superficie plana da mesma que vai
desde um ponto pré-seleccionado até junto da referida armagao de
montagem;

c) um primeiro dispositivo que envolve o referido dis-
positivo semicondutor e uma porgao da referida armagdao de montagem
adjacente ao mesmo no interior de uma cavidade;

d) um segundo dispositivo para aplicar pressido i referida

bola de plastico; e

e) um terceiro dispositivo que liga os referidos pri-
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meiro e segundo dispésitivos para dirigir o referido plastico des-
de o referido ponto pré-seleccionado através da referida passagem
para o interior da referida cavidade.

3.~ Processo para a encapsulagdo de um dispositivo semi-
condutor e a armacao de montagem colocada numa barra metalica plana,
caracterizado por compreender as fases que consistem em:

a) colocar a referida a:magéo de montagem com o citado
dispositivo semicondutox nela fixado numa cavidade de um molde; e

b) dirigir o plastico sob pressao a partir de uma depres-
sao no referido molde oposta a um ponto pré-seleccionado numa pas-
sagem numa superficie gdlida da referida barra, fluindo o referido

plastico pela referida passagem para o interior da referida cavida-

de.

Lisbhog, 3 de Outubro de 1983
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